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1. 研究背景 

高品質水素化アモルファスシリコン(a-Si:H)

を用いたシリコンヘテロ接合(SHJ)太陽電池は、

理論限界に肉薄するような高い変換効率を達

成している。高品質 a-Si:H の形成には PECVD

法が広く使用されているが、強い毒性・爆発性

ガスを原料ガスに使用する必要がある。そのた

め、安全なプロセスによる a-Si:H 作製、または

その代替材料の検討が行われている。これまで、

我々はパッシベーション層である i-a-Si:Hを対

向ターゲットスパッタ(FTS)法により作製し、

SHJ 太陽電池用薄膜の作製に FTS 法が有望で

あることを報告している[1]。本報告では、正孔

選択層の代替材料として報告のある酸化タン

グステン(WOx)[2]を FTS 法により作製し、薄膜

の評価を行った結果を報告する。 

2. 実験方法 

ガラス基板(Eagle XG)上に FTS 法により約

170 nmのWOxを堆積した。スパッタリングガ

スには Ar、O2を用い、Ar/O2比は 1：1、成膜

圧力は 40 mTorr とした。スパッタ電流は 400 

mA で 15 分堆積を行った。WOxの堆積後、フ

ォーミングガスアニール処理を行った。昇温速

度は 50  oC /min、アニール温度は 150–350  oC

の範囲で変化させ 5分間保持した。分光エリプ

ソメトリ(SE)により、透過率及び光学特性の評

価を行った。また、試料にコプラナ電極を堆積

させ電気的特性の評価を行った。 

 

3. 実験結果 

Figure 1 に導電率のアニール温度依存性を

示す。200oC 以上のアニールで導電率が向上し、

温度に対して単調に増加している。200–250oC

のアニールで p-a-Si:H と同程度の導電率が得

られており、電気的特性からは SHJ 太陽電池

応用に有望な薄膜の作製が示唆されている。た

だし、250oC 以上のアニールで透過率が大きく

低下していることが SE測定から明らかになっ

ている。更なる WOx製膜条件、特に酸素分圧

の最適化により SHJ 太陽電池応用に適した薄

膜の作製が可能と考えられる。 
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Fig.1 Dependence of conductivity on annealing 

temperature. 
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